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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Halbleiterbauteil in ChipgroSe und Verfahren zun) Herstellen desselben 

(§) Bei einem Halbleiterbauteil in ChipgroSe ist ein Passivie- 
rungsfilm (27) auf einem Halbleiterchip (21) mit Ausnahme 
V n darauf befindlichon Chipkissen (22) gebildet ein PIQ- 
Film (Polyimid-lsoindoro-Oiiinazonndion) (28) ist auf dem 
Passjvierungsfilm (27) gebildet, innere Enden von lertenden 
Drahten (26) sind jeweifs vertikal auf den Chipkissen (22) 
angeschfossen, und der gesamte Halbletterchip (21) ist in ein 
F rmharz (23) mit Ausnahme der auSeren Enden der leiten- 
den Drahte (26) eingeschlossen, die aus dem Formharz (23) 
vorstehend und zu kreisformtgen extemen Kugetn gestaltet 
sind. Zusatzfich sind die Chipkissen (22) des Hatbleiterchips 

(21) und innere Enden der leitendan Drahte (26) mittels 
Ultraschall-Thermokompressionsbonden verbunden, und bei 

^ der Herstellung der extemen Kugein werden die au&eren 
Enden der leitenden Drahte (26) in krelsfdrmige Kugein 
^ mittels einer Bogenentladung gestaltet. Das Halbleiterbau- 
teil In Chipgro&e hat die Vortetle, daS das Herstellungsver- 
fahren desselben einfacher wird, die Abmessung des Bautei- 
fes kleiner ist, die elektrische Stredce von den Chipkissen 

(22) zu den au&eren Leitern kurzar wird, was zu einer 
Verbesserung der elektrischen Elgenschaften fuhrt, und die 
externen t^iter (26) einfach unabhangig von der Herstel- 
lungslage der Chipkissen (22) ausgebildet warden k'nnen. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Halb- 
leiterbauteil in ChipgroBe (im folgenden auch Chipgro- 
Ben-Halbleiterbauteil genannt) und ein Herstellungs- 
verfahren fur dasselbe und insbesondere auf ein verbes- 
sertes ChipgroBen-Halbleiterbauteil und dessen Her- 
stellungsverfahren» wobei die GroBe des Halbleiterbau- 
teiles nahezu auf die GroBe eines Halbleiterchips mini- 
miert werden kann, das Vorsehen von zahlreichen Stif- 
ten zum Ausbilden der kurzest moglichen elektrischen 
Strecke zum Obertragen eines elektrischen Signales 
zwischen einem Chipkissen und der AuBenseite erleich- 
tert ist und daher elektrische Eigenschaften verbessert 
sind. 

Bei dem Aufbau des herkdmmlichen Halbleiterbau- 
teiles ist ein Halbleiterchip fest auf eine Unterlage eines 
Leiterrahmens gebondet bzw. mit dieser verbunden, die 
Kissen des Halbleiterchips imd intemer Leitungen sind 
weiterhin elektrisch mit leitenden Drahten verbunden, 
und die gesamte Struktur ist dann in ein Formharz ein- 
geschlossea SchlieBlich werden die extemen Leiter ge- 
formt, um abhangig von dem beabsichtigten Gebrauch 
eine vorbestimmte Gestalt zu haben. 

Fig, 1 ist eine Schnittdarstellung, die den Aufbau ei- 
nes SOHkleiner UmriB mit J-Leiter)Halbleiterbauteiles 
zeigt, bei dem die extemen Leiter so gestaltet sind, daB 
sie die Form des Buchstabens "J" haben. Wie in dieser 
Figur dargestellt sind, sind interne Leiter 3 eines Leiter- 
rahmens auf einen Halbleiterchip imter Verwendung 
der Starke eines Haftbandes 2 gebondet bzw. ange- 
bracht, und in der Mitte der Oberseite des Halbleiter- 
chips gebildete Chipkissen 6 sind mit den intemen Lei- 
tem 3 uber leitende Drahte 4 durch ein Ultraschall- 
Thermokompressionsbonden verbunden. Dann werden 
der Halbleiterchip 1 und die intemen Leiter 3 mit Aus- 
nahme der extemen Leiter 7 durch ein Formharz 6 um- 
geben und geformt, und anschlieBend werden die exter- 
nen Leiter 7 abhangig von dem Zweck des Benutzers 
ausgestaitet Die extemen Leiter in Fig. 1 sind als 
"J"-Leiter gestaltet 

Jedoch hat das herkommliche Halbleiterbauteil den 
Aufbau, daB ein elektrisches Signal von den Chipkissen 
6, die auf dem Halbleiterchip ausgebildet sind, zu der 
AuBenseite des Halbleiterbauteiles mittels des Leiter- 
rahmens ubertragen wird. Da die Abmessung des Bau- 
teiles dazu neigt, reiativ groB im Vergleich mit der Ab- 
messung des Halbleiterchips zu werden und folglich die 
elektrische Strecke von den Halbleiterkissen zu den ex- 
temen Leitem grdBer wird, nehmen die elektrischen 
Eigenschaften ab, und das Vorsehen eines Halbleiter- 
bauteiles mit zahlreichen Stiften ist schwierig zu erzie- 
leiL 

Urn daher die Nachteile des obigen herkommlichen 
Halbleiterbauteiles, das den Leiterrahmen verwendet, 
zu uberwinden, wurden zahlreiche Arten von Halblei- 
terbauteilen entwickelt, imd ein ChipgroBen-Halbleiter- 
bauteil ist eines von diesen. 

Fig. 1 ist eine perspektivische Darstellung, die ein teil- 
weise aufgeschnittenes PMEB-Typ-(in Kunststoff ge- 
formtes und mit erstreckten Kontaktwarzen versehe- 
nes) Chipabmessungs-Halbleiterbauteil zeigt Wie in 
dieser Figur dargestellt ist. ist ein Metallverdrahtungs- 
muster 13 gebildet, um eine Vielzahl von auf dem Halb- 
leiterchip 11 ausgebildeten Chipkissen 12 mit intemen 
Kontaktwarzen-Bondkissen 17 zu verbinden, und auf 
den intemen Kontaktwarzen-Bondkissen 17 sind leiten- 
de interne Kontaktwarzen 16 gebondet, auf deren Ober- 
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seiten (nicht gezeigte) Bander verbunden sind Dann ^ 
wird der Halbleiterchip 11 mit einem Formharz 14 um- 
geben imd eingeformt, und durch Entfemen der Bander 
werden die Oberseiten der intemen Kontaktwarzen 16 
5 freigelegt. Eine Lotpaste wird auf die intemen Kontakt- 
warzen 16 aufgetragen, leitende exterae Lotkugebi 15 
werden darauf aufgebracht, und die extemen Kugeln 15 
sowie die intemen Kontaktwarzen 16 werden mittels 
eines Infrarot-RiickfluBprozesses gebondet, was zu ei- 

10 nem vervoUstandigten PMEB-Typ-Chipabmessungs- 
Halbleiterbauteil fuhrt, dessen Beschreibung in "SEMI- 
CON JAPAN. '94 SYMPOSIUM", abgehalten von MIT- 
SUBISHI-Corporatiori, verdff entlicht wurde. 
Fig, 3 ist eine Schnittdarstellung einer Kontaktwar- 

15 zenelektrode in Fig. Z Nunmehr wird das herkommli- 
che PMEB-Typ-ChipgrdBen-Halbleiterbauteil in Ein- 
zelheiten erlautert 

Wie in Fig. 3 dargestellt ist, sind die Chipkissen 12 auf 
der Oberseite des Halbleiterchips 11 gebildet, ein Passi- 

20 vierungsfilm 18 zum Schutzen des Chips ist auf dem 
Halbleiterchip 11 mit Ausnahme der Oberseite der 
Chipkissen 12 vorgesehen, und ein metallisches Ver- 
drahtungsmuster 13 wird auf dem Chippassivierungs- 
film 18 gebildet, wobei ein Ende des Metall-Verdraii- 

25 tungsmusters 13 mit den Chipkissen 12 verbunden ist 
und das andere Ende 13 hiervon an die intemen Kon- 
taktwarzen-Bondkissen 17 angeschlossen ist Ein Polyi- 
midfihn 10 wird auf den obigen Aufbau mit Ausnahme 
der intemen Kontaktwarzen- Verbindungskissen 17 ge- 

30 bildet, und die intemen Kissen 16 werden auf die so 
freiliegenden intemen Kontaktwarzen- Verbindungskis- 
sen 17 mittels eines Lot-Haftmittels 20, das aus Pb oder 
Sn aufgebaut is^ verbunden. Dann schlieBt das Form- 
harz 14 den Halbleiterchip 11 ein, indem derselbe auf 

35 der gesamten Oberflache des obigen Aufbaues mit Aus- 
nahme der Oberseite der intemen Kontaktwarzen 16 
umgeben wird, und externe Kugeln 15 werden auf die 
intemen Kontaktwarzen 16 gebondet bzw. mit diesen 
verbunden, um den gesamten ProzeB abzuschlieBen. 

40 Wie oben beschrieben ist, ist bei dem Aufbau des 
PMEB-Typ-ChipgroBen-Halbleiterbauteiles, das in der 
Zeitschrift "SEMICON JAPAN '94 SYMPOSIUM" (2. 
Dez. 1994) durch MITSUBISHI-Corporation in Japan 
veroffentlicht ist, ein Kugelverbindungsmuster zum 

45 Obertragen eines elektrischen Signales von den Chip- 
kissen 12 durch einen getrennten HerstellungsprozeB 
eines metallischen Verdrahtungsmusters (Vorzusam- 
menbau- ProzeB in veroff entlichten Daten) gebildet Das 
heiBt, das metallische Verdrahtungsmuster 13 wird von 

50 den Chipkissen 12 des Halbleiterchips 11 zu den inter- 
nen Kontaktwarzen- Verbindungskissen 17, die jeweils 
elektrisch anzuschlieBen sind, verbunden, und die leiten- 
den intemen Kontaktwarzen 16 werden auf die intemen 
Kontaktwarzen- Verbindungskissen 17 gebondet Das 

55 Formharz 14 umgibt den obigen gesamten Aufbau und 
schlieBt diesen ein, imd exteme Kugeln 15, die als exter- 
* ne Leiter dienen sollen, werden mit den intemen Kon- 
taktwarzen 16 verbunden, imd schlieBlich ist ein vervoll- 
standigtes Chip-Halbleiterbauteil hergestellt 

60 Bei dem Aufbau des PMEB-Typ-ChipgroBen-Halblei- 
terbauteiles ist im Vergleich mit dem herkommlichen 
Halbleiterbauteil die Gesamtabmessung des Halbleiter- 
bauteiles insgesamt im Bezug auf diejenige des Chips 
reiativ kleiner und weist einen kurzeren elektrischen 

65 Pfad auf, was zu einer Verbessemng von dessen elektri- 
schen Eigenschaften fuhrt Jedoch ist ein getrennter 
HerstellungsprozeB fur das metallische Verdrahtungs- 
muster (Vorzusammenbau-ProzeB in den veroffentlich- 
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ten Daten) erforderlich, und hinsichtlich der Verbesse- 
rung der elektrischen Eigenschaften kann, da cine elek- 
trische Strecke von den Chipkissen des HaJbleiterbau- 
teiles zu den extemen Kugeln relativ lang ist, aiisge- 
druckt warden, daB die elektrischen Eigenschaften nicht 
wesentlich verbessert wurden. 

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, die Abmessung oder GroBe eines Halbleiterbau- 
teiles zu minimieren und einen kiirzest moglichen elek- 
trischen Pfad zum Obertragen eines elektrischen Signa- 
les zur AuBenseite vorzusehen, um so das Anordnen 
zahireicher Stifte zu erleichtem und die elektrischen 
Eigenschaften zu verbessem. 

Diese Aufgabe wird bei einem ChipgroBen-Halblei- 
terbauteil nach dem Oberbegriff des Patentanspniches 
1 bzw. bei einem Hersteilungsverfahren fur dasseibe 
nach dem Oberbegriff des Patentanspniches 5 erfm- 
dungsgemaB jeweils durch die im kennzeichnenden Teil 
des Patentanspniches 1 bzw. des Patentanspniches 5 
enthaltenen Merkmale gelost 

Die voriiegende Erfindung schafft also ein Chipgro- 
Ben-Halbleiterbauteil, bei dem ein Passivierungsfihn auf 
einem Halbleiterchip mit Ausnahme der Chipkissen dar- 
auf ausgestaltet wird; weiterhin wird ein PIQ-Fihn 
(Polyimid-Isoindoro-Quinazorindion) auf dem Passivie- 
rungsfilm gebildet, wobei interne Enden von leitenden 
DrlLhten vertikal jeweils mit den Chipkissen verbunden 
sind, und der gesamte Halbleiterchip mit einem Form- 
harz wird mit Ausnahme der auBeren Enden der leiten 
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elektrischen Eigenschaften fuhrt, und die extemen Lei- 
ter einfach unabhangig von der Herstellungslage der 
Chipkissen gebildet werden k5nnen. 
Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeich- 
; nungen naher erlautert Es zeigen: 

Fig.l eine Schmttdarstellung, die den Aufbau eines 
SOJ-Halbleiterbauteiles gemaB dem Stand der Technik 
veranschaulicht, 

Rg. 2 eine perspektivische Darstellung, die das teil- 
weise aufgeschnittene PMEB-{Kunststofform mit er- 
streckten Kontaktwarzen) Typ-ChipgroBen-Halbleiter- 
bauteil gemaB dem Stand der Technik veranschaulicht, 

Fig. 3 eine Schnittdarstellung, die einen Teil einer 
Kontaktwarzenelektrode in Fig. 2 gemaB dem Stand 
der Technik veranschaulicht, 

Fig- 4 eine perspektivische Darstellung, die ein teil- 
weise aufgeschnittenes ChipgroBen-Halbleiterbauteil 
gemaB einem Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Er- 
findung veranschaulicht, 

Fig. 5 eine Schnittdarstellung langs einer Linie A- A in 
Fig. 4. 

Fig. 6 eine perspektivische Darstellung, die ein teil- 
weise aufgeschnittenes ChipgroBen-Halbleiterbauteil 
gemaB einem anderen Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung in Fig. 4 veranschaulicht. 

Fig. 7 eine Schnittdarstellung langs einer Linie B-B in 
Fig. 6, 

Fig. 8 eine perspektivische Darstellung, die ein teil- 
weise aufgeschnittenes ChipgroBen-Halbleiterbauteil 



den Drahte eingeschlossen, was dazu fuhrt, daB diese 30 gemaB einem anderen Ausfuhnrngsbeispiel der vorlie 



aus dem Formharz vorstehen und auf einzelnen exter- 
nen Kugeln ausgef uhrt sind 

Die Chipkissen des Halbleiterchips und die inneren 
Enden der leitenden Drahte sind mittels ernes Ultra- 
schaJl-Hiermokompressionsbondens verbunden. Wei- 
terhin kSnnen bei der Herstellung der extemen Kugebi 
die auBeren Enden der leitenden Drahte in gewunschte 
kreisformige Kugeln geformt werdea indem eine Bo- 
genentladung vorgenommen wird, die fiir diesen Zweck 



genden Erfindung veranschaulicht, 

Fig. 9 eine perspektivische Darstellung die ein teil- 
weise aufgescianittenes ChipgroBen-Halbleiterbauteil 
gemaB einem anderen Ausfiihnmgsbeispiel der vorlie- 
35 genden Erfindung zeigt, 

Fig. 10 eine Schnittdarstellung langs einer Linie C-C 
in den Fig. 8 und 9, und 

Fig. IIA bis 1 IC Darstellimgen fiir ein HersteUungs- 
verfahren fur ein ChipgroBen-Halbleiterbauteil gemaB 



jedoch nicht emschrankend wirkt, wobei jedoch gerade 40 der vorliegenden Erfindung 



Ausfuhrungen der extemen Leiter gebildet werden k6n 
nen, indem die auBeren Enden der leitenden Drahte mit 
einem Verbindungs- oder Bondkopf komprimiert wer- 
den. Zusatzlich konnen die iuBeren Enden der leitenden 
Drahte aus dem Formharz vorstehend belassen werden, 45 
ohne irgendein weiteres Verarbeiten vorzunehmeiL 

Die Erfindung schafft also ein ChipgroBen-Halblei- 
terbauteil, bei dem ein Passivierungsfilm auf einem 
Halbleiterchip mit Ausnahme der Chipkissen darauf ge- 
bildet ist, bei dem weiterhin ein PIC-Fihn (Polyimid- 
Isoindoro-Quinazorindion) auf dem Passivierungsfilm 
vorgesehen ist, bei dem innere Enden von leitenden 
Drahten vertikal jeweils auf den Chipkissen angeschlos- 
sen sind, und bei dem der gesamte Halbleiterchip mit 
einem Formharz mit Ausnahme der auBeren Enden der 
leitenden Drahte eingeschlossen ist, die axis dem Form- 
harz vorstehen und zu kreisformigen extemen Kugeln 
gestaltet sind. Zusatzlich sind die Chipkissen der Halb- 
leiter und innere Enden der leitenden Drahte mittels 
eines Ultraschall-Thermokompressionsbondens ver- 
bunden, und bei der Herstellung der extemen Kugeln 
werden die auBeren Enden der leitenden Drahte in 
kreisformige Kugeln mittels einer Bogenentladung ge- 
bildet Das ChipgrdBen-Halbleiterbauteil hat die Wir- 
kungen, daB das Hersteilungsverfahren desselben einfa- 
cher wird, die Abmessung des Bauteiles kleiner ist, die 
elektrische Strecke von den Chipkissen zu den extemen 
Leitern kurzer wird, was zu einer Verbessenmg der 



Ein ChipgroBen-Halbleiterbauteil gemaB der vorlie- 
genden Erfindung wird nunmehr anhand der begleiten- 
den Zeichnungen beschrieben. 

Fig. 4 ist eine perspektivische Darstellung, die ein teil- 
weise aufgeschnittenes ChipgrdBen-Halbleiterbauteil 
gemaB einem Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Er- 
findung zeigL Wie in dieser Zeichnung dargestellt ist, 
sind mehrere Chipkissen 22 eines Halbleiterchips 21 mit 
inneren Enden von leitenden Drahten 26 verbunden, die 
50 vertikal darauf stefaen, und der gesamte Halbleiterchip 
21 mit Ausnahme der auBeren Enden der leitenden 
Drahte 26 ist in ein Formharz 23 eingeschlossen. Da hier 
die Chipkissen 22 in der Langsrichtung des Halbleiter- 
chips 21 an dessen Seiten angeordnet sind, ist das innere 
Ende von jedem der leitenden Drahte 26 mit dem Chip- 
kissen 22 verbunden, und die auBeren Enden hiervon, 
die aus dem Formharz 23 vorstehen, sind ebenfalls in 
der Langsrichtung an den Seiten des vervollstandigten 
Bauteiles angeordnet 

Fig. 4 ist eine schematische Darstellung eines Verbin- 
dungsaufbaues der Chipkissen 22 und der leitenden 
Drahte 26. Anhand des erfindungsgemaBen Chipgro- 
Ben-Halbleiterbauteiles in Fig, 4 werden nunmehr der 
Verbindungsaufbau bzw. das Verbindungsverfahren fur 
65 Chipkissen 22 und die leitenden Drahte 26 in Einzelhei- 
tcn beschrieben. 

Fig, 5 ist eine SchnittdarsteUung langs einer Linie 
A-A in Fig. 4. Wie in dieser Zeichnung dargestellt ist, 



55 



60 



DE 197 23 203 Al 



sind die Chipkissen 22 auf dem Halbleiterchip 21 gebil- 
det, und ein Passivierungsfilm 27 ist auf dem Halbleiter- 
chip 21 mit Ausnahme der Chipkissen 22 angebracht. 
Auf dem Passivierungsfilm 27 ist ein PIQ-Film 28 ausge- 
bildet, der aus einem Polyimidharz aufgebaut ist Zu- 
satzlich ist ein inneres Ende von jedem der leitenden 
Drahte 26 mit einem jeweiligen Kissen der Chipkissen 
22 verbunden, und die Drahte 26 und Chipkissen 22 sind 
uber ein Ultraschall-Thermokompressionsbonden mit- 
einander verbunden bzw. gebondet Hier sind die inne- 
ren Enden der leitenden Drahte 26, die auf die Chipkis- 
sen 22 gebondet sind. zu Bondkugeln 25 von unregelma- 
Bigen ovalen Formen durch die Thermokompression 
gestaltet Der gesamte Halbleiterchip 21 mit Ausnahme 
der auBeren Enden der leitenden Drahte 26 ist durch dzs 
Formharz 23 umgeben und eingeformt, um den Halblei- 
terchip 21 und die leitenden Drahte 26 zu schutzen. Hier 
dienen die auBeren Enden der leitenden Drahte 26, die 
aus dem Formharz 23 vorstehen, als exteme Leiter zum 
Obertragen elektrischer Signale zu und von den Chip- 
kissen 22. 

Fig. 6 ist eine perspektivische Darstellung, die ein teil- 
weise aufgeschnittenes ChipgroBen-Halbleiterbauteil 
gemaB einem anderen Ausfiihrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung zeigt Wie in dieser Zeichnung darge- 
stellt ist, sind die inneren Enden der leitenden Drahte 26 
mit entsprechenden Chipkissen einer Vieizahl von Chip- 
kissen 22 verbunden, die jeweils auf dem Halbleiterchip 
21 gebildet sind, und der gesamte Halbleiterchip 21 mit 
Ausnahme der auBeren Enden der leitenden Drahte 26 
ist mit dem Formharz 23 eingeschlossen. Zusatzlich sind 
die auBeren Enden der aus dem Formharz 23 vorstehen- 
den leitenden Drahte 26 durch Kompression nach unten 
gebogen, um zu dem mittleren Teil des Halbleiterchips 
21 gerichtet zu sein imd um folglich exteme Leiter 24 in 
der Form eines zu bilden. Fig. 7 ist eine Schnittdar- 
stellung langs einer Linie B-B in Fig. 6, wobei in Einzel- 
heiten der Aufbau des ChipgroBen-Halbleiterbauteiles 
gemaB der vorliegenden Erfindung nach Fig* 6 gezeigt 
ist- 

Wie in dieser Zeichnung dargestellt ist, sind die Chip- 
kissen 22 in dem Halbleiterchip 21 gebildet. der Passi- 
vierungsfihn 27 ist auf dem Halbleiterchip 21 mit Aus- 
nahme der Chipkissen 22 ausgefuhrt, und auf dem Passi- 
vierungsfihn 27 ist ein aus einem Polyimidharz zusam- 
raengesetzter PIQrFilm 28 vorgesehen. Innere Enden 
der leitenden Drahte 26 sind mit den Chipkissen 22 ver- 
bunden, und die inneren Enden der leitenden Drahte 26 
imd die Chipkissen 22 sind uber das Ultraschall-Ther- 
mokompressionsbonden verbunden. Hier sind die inne- 
ren Enden der auf die Halbleiterchips gebondeten lei- 
tenden Drahte 26 zu Bondkugeln 25 von unregehnaBi- 
gen ovalen Formen durch Thermokompression gestal- 
tet Dann wird der gesamte Halbleiterchip 21 mit Aus- 
nahme der auBeren Enden der leitenden Drahte 26 rait 
dem Formharz 23 umgeben, um so den verbundenen 
Teil des Halbleiterchips 21, die inneren Enden der lei- 
tenden Drahte 26 und die Chipkissen 22 zu schiitzen. 

Die auBeren Enden der leitenden Drahte 26, die aus 
dem Formharz 23 vorstehen, werden durch Kompres- 
sion mittels eines Bondkopfes 29 nach unten gebogen. 
um 2u dem zentralen Teil des Halbleiterchips 21 gerich- 
tet zu sein, so daB sie als (nicht gezeigte) externe Leiter 
in der Gestalt eines dienen oder exteme Leiter 24 in 
der Gestalt eines 'T" bilden, von dem der obere Teil 
parallel zu der Oberflache des Formharzes 23 ist 

Fig. 8 ist eine perspektivische Darstellung, die einen 
teilweise aufgeschnittenen ChipgroBen-Halbleiterbau- 
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teil gemaB einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel der vor- 
liegenden Erfindung veranschaulicht Wie in dieser 
Zeichnimg dargestellt ist, sind als exteme Leiter dienen- 
de externe Kugeln 24' mit einer Vieizahl von Chipkissen 
22 verbunden. und der gesamte Halbleiterchip 21 niit 
Ausnahme der kreisformigen externen Kugeln 24' ist 
mit dem Formharz 23 geformt oder gepreBt Hier sind 
die Chipkissen 22 in der Langsrichtung des Halbleiter- 
chips 21 an dessen Seiten angeordnet, und demgemaB 
sind mit den Chipkissen 22 verbundene exteme Kugebi 
24' ebenfalls in der Langsrichtung an den Seiten des 
vervoUstandigten Bauteiles angeordnet 

Fig. 9 ist eine perspektivische Darstellung, die ein teil- 
weise aufgeschnittenes ChipgroBen-Halbleiterbauteil 
gemaB noch einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung zeigt In dem in Fig, 8 darge- 
stellten Halbleiterbauteil sind die externen Kugeln 24' 
langs beiden Seiten der oberen Oberflache des Bauteiles 
gebildet, jedoch sind in Fig. 9 die externen Kugeln 24' 
langs aller vier Seiten der oberen Oberflache des Bau- 
teiles vorgesehen, was der einzige Unterschied zwi- 
schen den beiden Ausfiihrungsbeispielen der Fig. 8 und 
9 ist 

Da die Fig. 8 und 9 lediglich schematisch den Verbin- 
dungsaufbau der Chipkissen 22 und der externen Ku- 
geln veranschaulichen, werden nunmehr anhand der 
Fig. 10 der Verbindungsaufbau sowie das Verbindungs- 
verfahren der Chipkissen 22 und der externen Kugeln 
24' in dem ChipgroBen-Halbleiterbauteil gemaB der 
vorliegenden Erfindung beschrieben. 

Fig. 10 ist eine Schnittdarstellung langs einer Linie 
C-C in den Fig, 8 und 9. Wie in dieser Zeichnung darge- 
stellt ist, sind die Chipkissen 22 in dem Halbleiterchip 21 
gebildet, und auf dem Passivienmgsfihn 27 ist der aus 
einem Polyimidharz zusammengesetzte PIQ-Film 28 an- 
geordnet Zusatzlich sind innere Enden der leitenden 
Drahte 26 senkrecht mit den Chipkissen 22 verbunden 
und dort durch UltraschaD-Thermokompressionsbon- 
den gebondet Hier sind die mit den Chipkissen 22 ge- 
bondeten inneren Enden der leitenden Drahte 26 gestal- 
tet, um Bondkugeln 25 von unregelmaBigen ovalen For- 
men durch die Thermokompression zu bilden. Der ge- 
samte Halbleiterchip 21 mit Ausnahme der auBeren En- 
den der leitenden Drahte 26 ist mit dem Formharz 23 
umgeben, um so den verbundenen Teil des Halbleiter- 
chips 21, die inneren Enden der leitenden Drahte 26 und 
die Chipkissen 22 zu schiitzea Dann werden die auBe- 
ren Enden der aus dem Formharz 23 vorstehenden lei- 
tenden Drahte 26 gebildet, um eine kreisformige Gestalt 
der externen Kugebi 24' anzunehmen, indem eine Bo- 
genendadung verwendet wird. Hier dienen die so gebil- 
deten, kreisformig gestalteten externen Kugebi 24' als 
exteme Leiter zum Obertragen eines elektrischen Si- 
gnales zu und von den Chipkissea 

Wie oben beschrieben ist, liegt der einzige Unter- 
schied in dem Aufbau zwischen dem Ausfiihrungsbei- 
spiel des ChipgroBen-Halbleiterbauteiles gemaB der 
vorliegenden Erfindimg in Fig. 4 und dem von Fig. 4 
abgewandelten Beispiel in Fig. 6 darin, daB die Gestal- 
ten der auBeren Enden der lehenden Drahte 26, die aus 
dem Formharz 23 vorstehen, um als exteme Leiter die- 
nen, voneinander verschieden sind. Als ein BezugsmaB 
sind die Gestalten der extemen oder auBeren Leiter 
abhangig von dem beabsichtigten Gebrauch anderbar 
und nicht lediglich auf einer vertikale " "-Form oder 
eine kreisformige Kugelform begrenzt, wie dies durch 
die beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele der vorliegen- 
den Erfindung veranschaulicht ist 
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ZusStzlich sind die Lage der vertikal vorstehenden 
leitenden DrSLhte 26 in Fig. 4, die ais externe Leiter die- 
nen, die externen Leiter, die " "-fonnige Leiter 24 in 
Fig. 6 bilden, und die kreisformige Kugelgestalt der ex- 
temen Kugeln 24' in Fig. 8 ebenfalls gemaB der Lage 5 
der Vielzahl von Chipkissen 22, die in dem Halbleiter- 
chip 21 ausgebildet sind, veranderlicfa und nicht auf die 
Lage der Ausfuhningsbeispiele der vorliegenden Erfin- 
dung, wie diese oben beschrieben sind. begrenzt 

Im folgenden wird das Herstellungsverfahren fur das 10 
ChipgroBen-Halbleiterbauteil gemaB der vorliegenden 
Erfindung, wie dieses anhand der Fig. 1 bis 10 erlautert 
ist, mittels der Fig. 1 1 A bis 1 ID beschrieben. 

Zunachst wird eine Form 30 vorgesehen, wie dies in 
Fig. 1 ! A veranschaulicht ist Die Form 30 hat eine Viel- 15 
zaiii von Hohlraumen 31, um darin einen Haibleiterchip 
21 unterzubringen, und eine Metallplatte 32, die auf ei- 
ner Oberseite der Form 30 zwischen den Hohlraumen 
31 gebildet ist Mit der Oberseite der Metallplatte 32 
sind die inneren Enden der Vielzahl von leitenden Drah- 20 
ten 26 verbundea 

Bin Haibleiterchip 21 wird in jeden Hohlraum 31 der 
Form 30 gebracht, und die auBeren Enden der leitenden 
DrShte 26, die mit der Metallplatte 32 verbunden sind, 
werden mit den (nicht gezeigten) auf der Oberseite des 25 
Halbleiterchips 21 vorgesehenen Chipkissen durch das 
Ultraschall-Thermokompressionsbonden verbunden. 
Als ein Ergebnis des obigen Prozesses werden die auBe- 
ren Enden der leitenden Drahte 26 auf den Chipkissen 
gebondet, um in unregelm^ige ovale Gestalten der 30 
Bondkugein 25 durch das Thennokompressionsbonden 
geformt zu sein. 

Sodann wird der Haibleiterchip 21 geformt oder ge- 
gossen, indem die Hoiilraume 32 mit dem Formharz 23 
gefuilt werden, wobei die Oberseite des Formharzes 23 35 
planar gestaltet wird, indem die Form 30 mit einer vor- 
bestimmten Geschwindigkeit umgewalzt bzw. gedreht 
und sodann gehartet wird. 

Wenn, wie in Fig. 11 B gezeigt ist, ein Funken durch 
Beriihren einer Elektrode 40 mit einem vorbestimmten 40 
Teil der leitenden DrShte 26 (ungefahr in der Mitte der 
Lange der Drahte 26) auftritt, so werden die getrennten 
Teile der leitenden Drahte 26, die durch die Elektrode 40 
kontaktiert sind, veranlaBt, senkrecht zu den Chipkissen 
aufgrund der Elastizitat der leitenden Drahte 26 zu ste- 45 
hen. 

Nach Ausfiihren des obigen Prozesses wird der einge- 
formte Haibleiterchip 21 von der Form 30 getrennt, imd 
schlieBlich ist das Chipgr5Ben-Halbleiterbauteil gemaB 
der vorliegenden Erfindung vervollstandigt, wie dies in 50 
Fig. lie gezeigt ist Hier ist der Aufbau des in Fig. 1 IC 
veranschaulicht en Bauteiles identisch zu demjenigen 
des in den Fig. 4 und 5 gezeigten Bauteiles. 

Die Enden der leitenden Drahte 26. die aus dem 
Formharz 23 herausragen, konnen abhangig von dem 55 
beabsichtigten Gebrauch in verschiedener Weise ge- 
staltet werden, worauf hingewiesen werden solL Das 
heiBt, die Enden der aus dem Formharz 23 herausragen- 
den leitenden Drahte 26 kannen zu kreisfdrmigen Ku- 
geln gestaltet werden, Wie in Fig. 7 gezeigt ist, konnen 60 
durch Komprimieren oder Pressen der leitenden Drahte 
26 mittels eines Bondkopfes 29 die leitenden Drahte in 
die Gesult eines "L" oder T" gebracht werden. 

Wie oben in Einzelheiten beschrieben ist, umfaBt das 
Herstellungsverfahren fiir das ChipgroBen-Bauteil ge- ^ 
ma6 der vorliegenden Erfindung ein Verbinden der auf 
dem Haibleiterchip gebildeten Chipkissen mit inneren 
Enden der leitenden Drahte durch das Ultraschall-Ther- 



mokompressionsbonden, ein Abschneiden der leitenden 
Drahte zu einer vorbestimmten Lange, ein EinschlieBen 
des gesamten Halbleiterchips mit dem Formharz mit 
Ausnahme auBerer Enden der leitenden Drahte, um da- 
durch den Haibleiterchip und die leitenden Drahte zu 
schutzen, und ein Gestalten der auBeren Enden der aus 
dem Formharz vorstehenden leitenden Drahte gemaB 
dem beabsichtigten Gebrauch. 

Wie oben in Einzelheiten beschrieben ist, werden bei 
dem ChipgrdBen-Halbleiterbauteil und dem Verfahren 
zu dessen Herstellung innere Enden der leitenden Drah- 
te mit den Chipkissen verbunden, die auf dem Haiblei- 
terchip ausgebildet sind, der gesamte Haibleiterchip 
wird ausschlieBlich der auBeren Enden der leitenden 
Drahte eingeformt, und die so vorspringenden Enden 
hiervon werden abhangig von dem beabsichtigten Ge- 
brauch gestaltet Da daher ein getrennter ProzeB zur 
Gestaltung der Verdrahtimg nicht erforderlich ist, kann 
ein kiein bemessenes Bauteil hergestellt werden, und da 
ein iuBerer Leiter zum Obertragen elektrischer Signale 
direkt an den Chipkissen vorgesehen ist, wird die elek- 
trische Strecke kurzer, und folglich konnen die elektri- 
schen Eigenschaften verbessert werden. Zusatzlich 
kann der Haibleiterchip einfach unabhangig von der 
Herstellungslage seiner Chipkissen eingeschlossen wer- 
den. 

Patentanspriiche 

1. Halbleiterbauteil in ChipgroBe, gekennzeichnet 
durch 

einen Haibleiterchip (21) mit einer Vielzahl von 
darauf gebildeten Chipkissen (22), 
leitenden Drahten (26X deren innere Enden vertikal 
mit entsprechenden Chipkissen (22) des Halbleiter- 
chips (21) verbunden sind, und 
ein Fonnharz (23), das den gesamten Haibleiterchip 
(21) so umgibt, daB lediglich auBere Enden der lei- 
tenden Drahte (26) nach auflen aus diesem vorste- 
hen. 

2. Halbleiterbauteil nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die inneren Enden der auf die 
Chipkissen (22) gebondeten leitenden Drahte (26) 
zu unregehnaBigen ovalen Gestalten von Bondku- 
gein (25) geformt sind. 

3. Halbleiterbauteil nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die auBeren Enden der aus dem 
Formharz (23) vorstehenden leitenden Drahte (26) 
gebogen sind, um zu einem Mittenteil des Halblei- 
terchips (21) gerichtet zu sein, so daB sie als externe 
Leiter in der Gestalt eines "L** dienen. 

4. Halbleiterbauteil nach Anspruch 1. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die auBeren Enden der aus dem 
Formharz (23) vorstehenden leitenden Drahte (26) 
zu kreisformigen Kugeb geformt sind. 

5. Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterbau- 
teiles in ChipgroBe, gekennzeichnet durch die fol- 
genden Schritte: 

Verbinden eines inneren Endes wenigstens eines 
leitenden Drahtes (26) mit einem auf einem Haiblei- 
terchip (21) gebildeten Chipkissen (22), 
Abschneiden des leitenden Drahtes (26) auf eine 
vorbestimmte Lange, 

EinschlieBen des gesamten Halbleiterchips (21) 
ausschlieBlich eines auBeren Endes des leitenden 
Drahtes (26), und 

Gestalten des auBeren Endes der aus dem Form- 
harz (23) vorstehenden leitenden Drahte (26). 
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6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Gestalten des auBeren Endes des 
leitenden Drahtes (26) mittels einer Bogenentla- 
dung aiisgefuhrt wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 5. dadurch gekenn- 5 
zeichnet, daB das Gestalten des auBeren Endes des 
leitenden Drahtes (26) durch Komprimieren des 
vorstehenden auBeren Endes des leitenden Drahtes 
(26) ausgefiihrt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 10 
zeichnet, daB ein Bondkopf fur das ICoraprimieren 
verwendet wird 

9. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Gestalten des auBeren Endes des 
leitenden Drahtes (26) durch Verwenden eines 15 
Ultraschall-Thermokompressionsbondens ausge- 
fiihrt wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Bondkopf bei dem Ultraschall- 
Thermokompressionsbonden verwendet wird 20 
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